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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構的製造方法，包括：
提供具有一主動區的一基板，其中該主動區包括一隔離結構以及相鄰於該隔離結構的一

接觸；

在該基板上形成一位元線堆疊；

在該位元線堆疊上形成一含氮化物層；

在該含氮化物層上形成一硬罩幕層，其中該硬罩幕層包括金屬氧化物，並且藉由一蝕刻

劑蝕刻該硬罩幕層的一速率大於藉由該蝕刻劑蝕刻該含氮化物層的一速率；

在該硬罩幕層上形成一含碳層；

對該含碳層進行圖案化，以暴露該硬罩幕層的一部分；

移除該硬罩幕層的該部分，以形成具有一開口的一硬罩幕，從而暴露該含氮化物層的一

部分；

在形成該硬罩幕之後，移除該含碳層；以及

使用該硬罩幕對該含氮化物層及該位元線堆疊進行圖案化，從而在該接觸上形成一位元

線，且在該位元線上形成一含氮化物組件。

2.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中在移除該含碳層之後形成該位元線。
3.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該硬罩幕層不具有碳及氮化物。
4.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該硬罩幕層包括金屬氧化物。
5.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該硬罩幕層包括二氧化鋯（ZrO2）、二

氧化鉿（HfO2）、摻雜矽的二氧化鉿（Si-doped HfO2, HSO）、三氧化二鑭（La2O3）、

氧化鋁鑭（LaAlO3）、氧化矽鋯（ZrSiO4）或其組合。

6.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，還包括：
在形成該位元線之後，移除該硬罩幕。

7.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該含碳層的一厚度小於該含氮化物層的
一厚度。
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8.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該含氮化物層的一厚度大於該含碳層的
一厚度的兩倍。

9.　如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該位元線堆疊的一厚度小於該含氮化物
層的一厚度。

10.   如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該硬罩幕層的一厚度小於該含碳層的一
厚度。

11.   如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中該位元線堆疊的形成包括：
在該基板上形成一阻擋層；以及

在該阻擋層上形成一導電層，

其中該含氮化物層形成在該導電層上。

12.   如請求項 1所述的半導體結構的製造方法，其中對該位元線堆疊進行圖案化以形成該位
元線包括：

形成一第一部分耦合至該接觸；以及

形成設置在該第一部分之上的一第二部分，

其中該第二部分先於該第一部分形成，且該第一部分的一第一寬度實質上等於該第二部

分的一第二寬度。

13.   如請求項 12所述的半導體結構的製造方法，其中該第一部分包括氮化鈦。
14.   如請求項 12所述的半導體結構的製造方法，其中該第二部分包括鎢。
圖式簡單說明

參閱實施方式與申請專利範圍，可得以更全面了解本申請案之揭示內容。本揭露也應配

合圖式的元件符號而被理解，其在整個說明書中代表相似的元件。

圖 1是流程圖，例示根據本揭露一些實施例的半導體結構的製造方法。
圖 2是流程圖，例示根據本揭露一些實施例的半導體結構的製造方法。
圖 3至圖 9是剖面圖，例示根據本揭露一些實施例的半導體結構的形成過程中的中間階

段。
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